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FIG 2 

in-Anteil in Abhangigkeit von der Herstellungstemperatur 
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FIG 6 



Wafer-zu-Wafer-GIeichformigkeit von n-dotiertem 
GaN/lnGaN/GaN-DHS 




av. value: 76.4 ohm/sq av. value: 76.2 ohm/sq 

std. dev. 1 .1 0% std. dev. 0.68% 

Wafer-zu-Wafer-Standardabweichung: 2,7% 
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